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(54) DISPOSITIF MICROÉLECTRONIQUE FET COMPRENANT D’IMPORTANTES SURFACES DE 
CONTACT ENTRE LE CANAL DE CONDUCTION ET LES RÉGIONS DE SOURCE ET DRAIN

(57) Dispositif microélectronique FET (100)
comprenant :
- une couche de semi-conducteur (120) dont une pre-
mière zone (122) forme un canal ;
- une grille (110) et une couche (112) de diélectrique de
grille ou une couche mémoire ferroélectrique, disposés
contre la première zone ;
- des espaceurs diélectriques (114) disposés contre des
flancs de la grille ;
- des régions de source (116) / drain (118) couplées élec-
triquement à la première zone par des deuxièmes zones
(124) de la couche active s’étendant entre les régions de
source / drain et les espaceurs diélectriques ;
dans lequel les deuxièmes zones forment, avec la pre-
mière zone, une couche continue, et la première zone
forme une portion semi-conductrice telle que la grille re-
couvre plusieurs faces distinctes de la portion semi-con-
ductrice.



EP 4 391 078 A3

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 4 391 078 A3

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 4 391 078 A3

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 4 391 078 A3

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	bibliographie
	abrégé
	rapport de recherche

